Poiske [OPES PATENTOWY |113253

ﬂlfﬁlllrgns‘::““, PATENTU TYMCZASOWEGO

Patent tymczasowy dodatkowy Int.CI%.
do patentu nr —m——— HO2H 9/00

1
‘aﬁ Zgtoszono: 23.02.78 (P. 204848)

RS
3

ﬁ/ét,c

URZAD |
PATENTOWY ZglOS{f'nxe ogloszono:  15.01.79

P“ I. Opis patentowy opublikowano: 30.12.1981

CZYIELNIA

Pierwszenstwo: —— —

o]
” Polemoweg
dk:rn w8 W vt

u
t

Tworca wynalazku: Marian Wasak -
Uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika E.6dzka, £6dZz (Polska)

Tranzystorowy uktad ograniczajacy prad trzymania
elektromagneséw pradu statego

Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy uktad ograniczajacy prad trzymania elektromagneséw pradu
statego poprzez wiaczanie w obwdd cewki napgdowej rezystora ochronnego.

W uktadach stycznikowych zasilanych napigeciem stalym powszechnie stosuje si¢ ograniczenie pradu
trzymania elektromagnesu napedowego. Uzyskuje si¢ to poprzez wtaczenie stykiem biernym rezystora ochronne-
go w szereg z uzwojeniem cewki elektromagnesu.

Znane sa réwniez uktady elektroniczne zmniejszajace prad przeptywajacy przez cewke elektromagnesu po
przyciagnieciu zwory. W uktadach tych ograniczenie pradu nastepuje po zamknieciu zwory sygnalizowanym
fotoelektrycznie, badZ tez dodatkowym stykiem uruchamianym przez zworg. Podstawowymi wadami tych ukta-
déw sa: brak ograniczenia pradu w przypadku zacigcia zwory (moze to doprowadzi¢ do spalenia cewki elektro-
magnesu ‘w przypadku forsowania zasilania na czas zamykania), niemozliwos¢ zastosowania ich w przypadku
niedostepnosci zwory (na przyktad ukryta wewnatrz urzadzenia), konieczno$¢ stosowania przerébek mechanicz-
nych. Czgsto jest to niemozliwe ze wzgledu na brak miejsca, specyficzng konstrukcje itp.

Wad tych nie posiada rozwiazanie wedtug wynalazku, ktére polega na tym, ze rezystor ochronny jest
wlaczony pomiedzy emiter a kolektor tranzystora sterowanego przez obwdd zawierajacy kondensator o jednej
elektrodzie potaczonej z emiterem tranzystora pclaczonym z ujemnym biegunem Zrdédia zasilania, pierwszege
rezystora wtaczonego pomigdzy baz¢ tranzystora a drugg elektrode kondensatorz, do ktdrej jest przytaczona
ponadto katoda diody o anodzie potaczonej z kolektorem drugiego tranzystora. Baza drugiego tranzystora za
posrednictwem kolejnego rezystora jest polaczona z kolektorem pierwszego tranzystora. Kolektor fierwszego
tranzystora jest przytaczony ponadto do emitera trzeciego tranzystora, ktérego baza stanowi wejscie sterujace
uktadu, a kolektor jest dotaczony do emitera drugiego tranzystora oraz do jednego z zaciskéw cewki elektrome-
gnesu, ktorej drugi zacisk jest dotaczony do dodatniego bieguna Zrédta zasilania.

Stosowanie uktadu wedlug wynalazku nie wymaga wprowadzania zmian konstrukcyjnych w uktadzie ele-
ktromagnesu oraz umozliwia ksztattowanie charakterystyki pradowo-czasowej elektromagnesu.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. ! przedsta-
wia schemat elektryczny uktadu, a fig. 2 charakterystyke pradowo-czasows elektromezgnesu.
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Rezystor ochronny R jest wiyczony pomigdzy emiter a kolektor tranzystora Tl‘ Emiter iranzystora T,
jest potaczony z ujemnym biegunem Zrédta zasilania. Obwdd sterowania tranzystora T, sktada sie z kondensato-
ra C, ktdry jedng elektroda jest potaczony z emiterem tranzystora T, rezystora Ry |, ktory taczy drugg elektro-
d¢ kondensatora C z baza tranzystora T , diody D, ktérej katoda jest potgczona z punktem wspdolnym kondensa-
tora C irezystora Ry, oraz tranzystora T,, ktorego kolektor jest potaczony z anoda diody D, a baza poprzez
rezystor Ry , z kolektorem tranzystora TI . Kolektor tranzystora T jest przytaczony nadto do emitera tranzysto-
ra T,, kidrego baza stanowi wejscie sterujgce uktadu. Kolektor tranzystora Ty jest dotaczony do emitera
tranzystora T oraz do jednego z zaciskdw cewki elektromagnesu CE. Drugi zac1sk cewki CE jest dotgczony do

wdodatniego bleguna #rédta zasilania.
i _Istota' dziatania, ktora zostanie opisana nizej, polega na tym, Ze rezystor ochronny R, jest wiaczony
~ wobwdd cewki elektromagnesu CE podczas przejscia tranzystora T, ze stanu nasycenia w stan zatkania.
~ Po zataczeniu napigcia zasilajacego uktad, kondensator C taduje si¢ przez tranzystor T, idiod¢ D oraz
cewke clektromagnesu CE. Tranzystor T, jest w stanic nasycenia poniewaz jego baza jest zasilana pradem o odpo-
wiedniej wartosci. okreslonej doborem rezystor6w R, , i R . Révnoczesnie w stan przewodzenia wchodzi tranzy-
stor T

Uruchomleme uktadu nastgpuje w chw1h doprowadzenia do bazy tranzystora T3 sygnatu wyzwalajacego.
Tranzystor T, przechodzi w stan nasyvcenia wylaczajac tym samym tranzystor T (JCEsatT < UBET ). Kon-
densator C rozladowuje si¢ w obwodzie bazy tranzystora T utrzymujac go prz.ez czast w stanie nasycema Po
tym czasie tranzystor T, przechodzi w stan zatkania i prad cewk1 elektromagnesu poplyme przez tranzystor T
i opomnik R . Odpowiednio dobrana rezystancjz R, spowoduje ograniczenie pradu do zadanej wartosci. Dioda D
nie pozwala na roztadowanie kondensatora C przez kolektor i bazeg tranzystora T po zataczeniu tranzystora T
Dioda D usprawnia proces tadowania kondensatora C po wytaczeniu tranzystora T : Prad jatowy uktadu mozna
zmniejszy¢ stosujac w miejsce tranzystora T, uktad super alfa. Metoda ta mozna réwniez znacznie wydtuzy¢é
czast .

rUklad daje si¢ w tatwy sposob wyzwalaé z zastosowaniem ztacz optoelektronicznych. -

Uklad moze znalez¢ zastosowanie w elektromagnesach tacznikéw elektrycznych elektrosprzegiet, sitow-
nikéw elektromagnetycznych itp.

Zastrzezenie patentowe

Tranzystorowy uklad ograniczajacy prad trzymania elektromagnesu pradu stalego poprzez wiaczenie
wobwdd uzwojenia cewki rezystora ochronnego, znamienny tym, Ze rezystor ochronny (R ) jest
wiaczony pomigdzy emiter a kolektor tranzystora (T, ), sterowanego przez obwdd ztozony z kondensatora ©)
polaczonego jedng elektroda z emiterem tranzystora (T ) potaczonym z ujemnym biegunem zrddia zasilania,
pierwszego rezystora (R | ) wiaczonego pomiedzy baze tranzystora (T, ), a drugg elektrode kondensatora (C), do
ktorej jest przytaczona ponadto katoda diody (D) o anodzie polaczone] z kolektorem drugiego tranzystora (T,),
ktdrego baza za posrednictwem drugiego rezystora (R ,) jest potaczona z kolektorem pierwszego tranzystora
(T ) przytaczonego ponadto do emitera trzeciego tranzystora (T ), ktorego baza stanowi wejscie sterujace
ukladu a kolektor jest przytaczony do emitera drugiego tranzystora (T,) oraz do jednego z zaciskéw cewki
elektromagnesu (CE), ktorej drugi zacisk jest dotgczony do dodatniego bleguna #rédta zasilania.
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